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最近コンピュータ素子等に Si-MOS IC , LSI が盛んに用いられ Si の表面層の研究もよく行わ
れるようになったが， Si 以外の半導体表面層の研究も重要と考えられる。この論文は微少ギャップ




エネルギーに関する情報を得ている。この微少ギャップ半導体では ， Si の場合と異なり，表面サブ
バンドの基底状態のみならず，励起状態が観測にかかり，また低いランダウ準位に対しては，スピン
分離が見られることを報告している。ただしこれ迄Si に対して発展してきた理論によって解析しよ
うとすると理論と実験との不一致が大きく出た。この原因は微少ギャップ半導体特有の性質によると
考えられ，新らしい問題を提起していると考えられる。また彼はこの実験にわいて附加的に表面二次
元ドナーのゼーマン効果によると思われる遠赤外磁気光吸収を新らしく観測した。
この論文は微少ギャップ半導体の表面層の研究としては最初のものであり，また種々の応用も考え
られ，学位論文として価値あるものと考える。
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